OC 71
OC 75

~ Nicht fur Neuentwicklungen -

GERMANIUM - p-n-p - NF=-TRANSISTOREN

fir NF-, Gleichstrom- und Impuls-
Verstarker

Abmessungen in mm:
Roter Punkt: Kollektorseite

max. 15 nicht verzinnt

Widrmewiderstand:

www.datasheetcatalog.com
K S 0,4 grd/mw

Absolute Grenzwerte:

Upop = max, 30V 1)

-ucp M = maxe 30 \' 1)

_UCB = maxoe 42 V

~ucg y = max. 32V Yo matD

_UEB - e oV 2) Lt{i‘;fm”* - hermische Stabilitat muf
—upp g = Max. 10 V ewdhrleistet sein

-1 = max, 10 mA 2) %0 |

-ig y = max. 50 mA

-1z = max. 5 mA <) ’

-igp y = max. 20 mA ‘

Ip = maXe 15 mA 2)

i1p M = maxe (0 mA 10 1
ﬁj = maxe 15 °C ! I

s = min, =55 °C e R et e .
3, - max. 75 °C o) | | 10 100 ggg(km' 1000

1) bei +Ugp 2 0,1 V (0C 71) bzw, £ 0,5 V (0C 75), vgl. auch nebenstehende
Grenzkurve -Usp poxs ~UCE M max = f (RBE)

2) tav = mMaX, 20 ms

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 122-23



OC7I1
OC75

: i B 0
Statische Kennwerte: (%ugb = 25 °C)
Kollektor-Reststrom

bEl ;UCB = 4’5 V: _ICB 0
Kollektor=Emitter-Reststrom

bEl —UCE = 4’5 V: —ICE 0

Kollektorstrom und Basisspannung

bei1 "'UCE = 4,5 V, —IB = 10 IJ.A: —IC
~UBE
bei -Unp = 4,5 V, —-Ig = 250 pA: -Ic
-Ugg
Dynamische Kennwerte: (0ugb = 25 °C)
Basisschaltung
(—UCB = 2 V, IE —_ 3 mA)
0C__71 0C__175
higy = 8°10~ 10210~
hoq1p, = 0,979 0,989
Emitterschaltung
(-Ueg = 2V, Ig = 3 mA)
0C__11 0C__15
hsj, = 0,8 . 1,3 \ kO
h12E = 5,4'10_ Bﬂlﬂﬂ
hzle = 47(30Iln75) 90(65---130
Noo, = 80 125 uS
Fl) = 10 (2 15) 10 (£ 15) dB

') bei -Upp = 2V, Ig = 0,5 mA, R, =

12.63
264
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